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do pó. Uma outra tecnica foi aplicada para obter o 
pO de 13aTiO3, que consistiu numa reacao de difusao 
no estado sdlido do carbonato de barb° (BaCO3) e do 
dioxido de titanio (Ti02) numa relacao estequiometrica 
Ba/Ti igual a 1. Os pos obtidos foram caracteriza-
dos a partir de tecnicas como: DTA, Difracao de Raios 
X, Picnometria de heti° e BET. Sera° mostrados re-
sultados da dependencia da constante dieletrica e do 
fator de dissipacao em fungi° da temperatura de sinte-
rizacao do compost° ceramic° BaTiO 3 , bem como uma 
comparacao destes resultados corn as duas tecnicas de 
producao dos pds mencionadas acima. 

CARACTERIZA0.0 DIELETRICA DO 
TITANATO ZIRCONATO DE CHUMBO 

PURO E SEMENTADO 
ZAGIIETE, M. A.; LAS, W. C.; VARELA , J. A.; 

MARIO CILENSE, M.; TOLEDO, M. P. DE 
Institute de Quimica de Araraquara - UNESP 

DORDOR, P. 

Laboratoire de Chimie du Solide - CNRS - Talence, France 

Amostras de titanato zirconato de chumbo corn razoes 
Zr/Ti de 49/51, 53/47 e 55/45 foram preparadas pelo 
metodo de Pechini. 0 metodo consiste na poliesteri-
ficacao do complex° metal-citrato em meio de etileno 
glicol e posterior calcinacao para eliminagao da parte 
organica. Foram obtidas amostras puras e sementadas 
corn 1, 3 e 5% de sementes tetragonal ou romboedrica. 
O p6 foi compactado e as pastilhas sinterizadas a 1100° 
C por duas horas, em urn sistema fechado, em atmos-
fera rica em chumbo. 0 material sinterizado foi carac-
terizado quanto a microestrutura e fases cristalinas'. 
Neste trabalho, foi feita a caracterizacao dieletrica das 
amostras, rnedindo-se a capacitancia em fungi° da tem-
peratura em amostras nao polarizadas, usando-se es-
pectroscopia de irnpedancia complexa. A temperatura 
de Curie varia entre 380° C e 400 °  C para as varias 
amostras. A constante dieletrica complexa foi deter-
minada em funcao da frequencia nas amostras polari-
zadas (35 kV/cm). As frequencias de ressonancia, fr  
, e anti-ressonancia, f., que levam a determinacao do 
fator de acoplamento planar, kp , foram obtidas em urn 
analisador de espectros. 0 coeficiente piezeletrico, d33, 
foi obtido per medida direta e concorda corn valores 
determinados a partir de L., fQ  e k,,. Os valores dos 
parametros obtidos comparam-se aos do PZT na lite-
ratura. 

'M.A.Zaghete,J.A.Varela,C.O.Paiva Santos e E.Longo, 
37° Congresso Brasileiro de Ceramica, Curitiba, PR, 
22 a 25 de Maio de 1993. 

DESEMPENHO TERMICO DE UMA 
PAREDE CONVENCIONAL 

ANDRADE, T.; NAKAMURA, 0. 
Institute de Fisica da UFBA 

FREIRE, T. 
Faculdade de Arquitetura da UFBA 

Este trabalho faz urn estudo to:56c° - experimental do 
desempenho termico de uma parede convencionalmente 
construida (reboco/ bloco/ reboco) em Salvador-BA. 
A ternperatura da superficie externa foi medida em 
intervalos regulares durante 72 horas ern urn periodo 
sem chuvas e corn baixa nebulosidade. Atraves de urn 
process° de ajuste de curvas pudemos estabelecer uma 
equacao para a evoluc ao temporal desta temperatura 
nesta superficie. Uma vez estabelecida csta condicao 
de contorno, resolvemos a equacao de difusao de va-
lor considerando 3 meios homogeneos de propriedades 
termicas distintas. Os resultados sao comparados a va-
lores obtidos anteriormente pelos autores, onde foram 
utilizadas outras metodologias. Este estudo tern como 
meta o estabelecimento de urn metodo para a deter-
minacao de propriedades termicas, tais como o coefi-
ciente de amortecimento e tempo de retardo, de uma 
parede construida corn materiais diferentes. 

DETERMINAcA.0 DO COEFICIENTE DE 
AUTODIFUSAO CATIONICA NO OXIDO 

UO2 
COTA, A. B. 

DEFIS/UFOP 
FERRAZ, W. B. 

CDTN/CNEN 
SABIONI, A. C. S. 

DEFIS/UFOP 
SANTOS, A. M. M. DOS 

CDTN/CNEN 

0 conhecimento da autodifusho cationica no corn-
bustivel nuclear UO 2  6 de grande importancia para a 
compreenssao e controle de numerosos fenennenos de in-
teresse tecnologico controlados por difusao, tais como: 
sinterizacao, cleformacao mecanica a altas temperatu-
ras, crescimento de grao, densificacio sob irradiacao, 
etc. Neste trabalho foi feita a determinacao do coefi-
ciente de autodifusao catiemica no oxido UO2 atraves 
do modelo de densificacao termica de Assmann e Ste-
hle, quo se aplica ao terceiro estagio da sinterizacao de 
Oxidos ceramicos. Os dados experimentais da densi-
ficacao termica, necessarios paa o calculo do coeficiente 
de difusao, foram obtidos atraves de testes de ressin-
terizacao de pastilhas de UO2, corn 96% da desindade 
teorica, entre 1700 e 1900°G', em vacuo de 10 -2 Pa. Os 
resultados obtidos para a difusao do uranio no UO2 sao 
apresentados, discutidos e comparados corn os da lite-
ratura. 

Estudo do Tempo de Solubilizacao das 
Partleulas de MnS no aco Fe-3%Si. 

RODRIGUES, V. A.; MONTEIRO, W. A.; 
FERREIRA, N. A. M. 
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Para aplicacao em ndcleo de transformadores, gerado-
res de potencia e outros equipamentos eletricos, o aco 
silicio de gran orientado se caracteriza por apresentar 
excelentes propriedades magneticas na direcio de la-
minacao. Seu desenvolvimento e motivado pela cres-
cente producao e consumo de energia eletrica e con-
seqiiente busca de maior eficiencia das maluinas, onde 
uma consideravel parcela de energia e perdida atraves 
do efeito Joule caracterizado pelas correntes parasitas 
e histerese magnetica. As chapas de aco silfcio de grao 
orientado comecaram a ser comercialmente produzidas 
em 1945; suas propriedades tern sido continuamente 
melhoradas e sua utilizacao e crescente, principalmente 
em rnicleos de transformadores. Os acos eletricos cons-
tituem urn dos materiais mais importantes, utilizados 
na forma de chapas laminadas, nos nOcleos dos equipa-
mentos eletricos. 0 precipitado de Sulfeto de Manganes 
tern coma funcao inibir o crescimento normal do grao 
durante o processo de fabricacao do aco Fe-3%Si. No 
recozimento final ocorre urn crescimento seletivo dos 
graos que e funcao da orientacao cristalografica, e re-
sulta em urn crescimento anormal dos graos corn uma 
determinada orientacao (orientacao de Goss), consu-
mindo os demais. Foi feito o estudo do tempo de solu-
bilizacao do precipitado de Sulfeto de Manganes no aco 
Fe-Si 3% em funcao da dissolucao dos precipitados a do 
crescimento de grao, bem como a observacao de pre-
cipitados de MnS por MET, apos tratamento termico. 
Sabe-se que a solubilizacao dos precipitados de MnS 
(inibidores), ocorre a temperatura de aproxirnadamente 
12700C, para este aco. Para o estudo do tempo de so-
lubilizacao dos precipitados de MnS, foi feito o trata-
mento termico nas amostras em urn forno resistivo corn 
atmosfera controlada corn as seguintes temperaturas: 
1300 e 13500C e tempos de 5, 10, 15 e 20 minutos se-
guido de tempera. A observacao do tamanho de grao 
foi feita por mein de Microscopia Optica e a observacao 
dos precipitados de MnS por Microscopia Eletronica de 
Transmissao. Utilizou-se para esta Ultima as tecnicas, 
de replica de extracao de precipitados e folhas firms. Na 
analise dos corpos de prova que foram submetidos a tra-
tamento termico a 1300 e 13500C, observou-se o cres-
cimento do tamanho do grao para tempos crescentes. 
Este crescimento do tamanho de grao deve-se ao pro-
cesso de dissolucao dos precipitados na matriz ferritica 
e conseqente liberacao do contorno de grao. 

OTIMIZAc AO DE PO DE TANTALO PARA. 
CAPACITORES ELETROLITICOS 
FREITAS, D. DE; BOLANDA, J. N. F. DE 
Faculdade de Engenharia Quimica de Lorena - 

FAENQ UIL / Centro de Engenharia de Materiais CEM 

Este trabalho teve, como etapa initial, a obtencio de 
Os de tantalo a partir do processo de reducao por sddio 
do sal heptafluor tantalato de potassio (K2TaF7). Os 
pds obtidos apresentaram propriedades fisicas adequa-
das para a aplicacao na manufatura de anodos para 
capacitores eletroliticos, tais como tamanho rnedio de 
particula (1,66 pm) e area superficial especffica (1,92 
mVg). Entretanto, esses pos apresentaram altos te-
ores de oxigenio, principalmente na forma de Oxidos, 
que influencia diretamente nas propriedades dieletricas 
do capacitor. Frente a esse problema, o presente tra-
balho tern como principal finalidade a otimizacao des-
ses pOs tornando-os viaveis para essa aplicacao. Sao 
apresentados os resultados de inn estudo sistematico, 
atraves de tratamentos termicos varrendo diversas tem-
peraturas e tempos, visando a deoxidacao dos mesmos. 
Estes Os foram caracterizados mediante difracao de 
Rajas X, Microscopia Eletranica de Varredura e analise 
quimica (teor de oxigenio). Na seqiiencia, os pds otimi-
zados e os originais (sem tratamento) passaram por eta-
pas previamente definidas de prensagem, sinterizacao 
e anodizacao, obtendo-se finalmente os capacitores de 
tantalo. Nesses capacitores foram realizadas as medidas 
de capacitancia, fator de dissipacao, resistencia em serie 
equivalente (RSE) e carga especifica (cv/g). Os resul-
tados sao apresentados em forma de tabelas e tambem 
graficamente para as diversas temperaturas e tempos 
de sinterizacao. 

CRESCIMENTO E DETERMINAQ.A.0 DE 
ESTRUTURA DE MONOCRISTAIS DE 

BaCu02 
HERNANDES, A. C.; LIMA, C. J. DE; ANDREETA, 
M. R. B.; FERRAZ, M. C. C.; MASCARENJIAS, Y. 

P.; BASSO, IL C. 
Institut° de Fisica e Qnimica de Silo Carlos 

Cristais crescidos por solucao eat alias temperaturas 
(fluxo) apresentam impurezas provenientes do solvente 
e cadinho utilizados. Coln o objetivo de eliminar es-
sas impurezas, monocristais de BaCu02 foram obtidos 
a partir de nutrientes estequiometricos , utilizando-se a 
tecnica de fusao a laser. Cristais de 800 pm de diametro 
e ate 15min de comprimento foram assim obtidos.As in-
tensidades dos feixes difratados polo monocristal foram 
coletadas usando-se urn difratometro automatico de 4 
circulos CAD4 e os dados obtidos analisados atraves 
do programa SIIELX.Dados cristalograficos: sistema 
ctibico, grupo espacial Im3m,a = 18.24(1)A. A es-
trutura encontrada sera comparada corn dados ja axis-
tentes na literatura obtidos corn monocristais crescidos 
polo metodo de fluxo [E.F.Paulus et al., Journal of Solid 
State Chemistry 90,17(1991)1. 

METODO DE RIETVELD APLICADO AO 
ESTUDO DA REAc.i 0 DE FORMAgAO DO 
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